
第一图书网, tushu007.com
<<固体电子学导论>>

图书基本信息

书名：<<固体电子学导论>>

13位ISBN编号：9787302295334

10位ISBN编号：7302295336

出版时间：2012-8

出版时间：清华大学出版社

作者：沈为民，唐莹，孙一翎　编著

页数：227

字数：362000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

Page 1



第一图书网, tushu007.com
<<固体电子学导论>>

内容概要

　　《普通高等院校光电类规划教材：固体电子学导论》介绍固体电子学的基础理论，主要涉及固体
物理和半导体物理的基础知识，包括晶体的结构、晶体的结合、晶格振动、晶体缺陷、能带理论、半
导体中的载流子、PN结、固体表面及界面接触现象、半导体器件原理、固体的光学性质与光电现象等
内容。

　　《普通高等院校光电类规划教材：固体电子学导论》可作为高等院校电子科学与技术、光信息科
学与技术、光电信息工程、材料科学与工程等工科专业的教材，也可供相关专业的本科生和研究生以
及电子技术、光电技术等领域的科技人员参考。
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章节摘录

版权页：   插图：   1.6.4熔体中生长晶体 从熔体中生长晶体是制备大单晶和特定形状的单晶最常用的和
最重要的一种方法，电子学、光学等现代技术应用中所需要的单晶材料，大部分是用熔体生长方法制
备的。
当一个结晶固体的温度高于熔点时，固体就熔化为熔体；当熔体的温度低于凝固点时，熔体就凝固成
固体，熔体生长过程只涉及固一液相变过程，这是熔体在受控制的条件下的定向凝固过程。
熔体生长的目的是为了得到高质量的单晶体，为此，首先要在熔体中形成一个单晶核（引入籽晶，或
自发成核），然后在晶柱和熔体的交界面上不断进行原子或分子的重新排列而形成单晶体。
只有当晶核附近熔体的温度低于凝固点时，晶核才能继续发展。
 熔体生长的方法有多种，根据熔区的特点可分为正常凝固法与逐区熔化法。
正常凝固法的特点是在晶体开始生长的时候，全部材料处于熔态（引入的杆晶除外），在生长过程中
，材料体系由晶体和熔体两部分组成，生长过程是以晶体长大和熔体逐渐减少而告终。
而逐区熔化法的特点是固体材料中只有一小段区域处于熔态，材料体系是由晶体、熔体和多晶原料三
部分组成，体系中存着两个固一液界面，其中一个界面上发生结晶过程，而另一个界面上发生多晶原
料的熔化过程，熔区向多晶原料方向移动，尽管熔区的体积不变，实际上是不断地向熔区中添加材料
，生长过程将以晶体长大和多晶原料耗尽而告终。
具体的操作方法有以下几种。
 1.提拉法 将预先合成好的多晶原料装在坩埚中，并被加热到原料的熔点以上，此时，坩埚内的原料就
熔化成熔体。
在坩埚的上方有一根可以旋转和升降的提拉杆，杆的下端带有一个夹头，其上装有籽晶。
降低提拉杆，使籽晶插入熔体中，只要温度合适，籽晶既不熔掉也不长大，然后缓慢地向上提拉和转
动晶杆。
同时，缓慢地降低加热功率，籽晶就逐渐长粗，小心地调节加热功率，就能得到所需直径的晶体。
 2.泡生法 这种方法是将一根受冷的籽晶与熔体接触，如果界面的温度低于凝固点，则籽晶开始生长。
为了使晶体不断长大，就需要逐渐降低熔体的温度，同时旋转晶体，以改善熔体的温度分布。
也可以缓慢地（分阶段地）上提晶体，以扩大散热面。
晶体在生长过程中或生长结束时不与坩埚壁接触，这就大大减少了晶体的应力。
 3.坩埚移动法 坩埚移动法也称B-S法。
特点是让熔体在坩埚中冷却而凝固。
凝固过程虽然都是由坩埚的一端开始而逐渐扩展到整个熔体，但方式不同。
坩埚可以垂直放置，熔体自下而上凝固，或自上而下凝固。
一个籽晶插入熔体上部，这样，在生长初期，晶体不与坩埚壁接触，以减少缺陷；也可以水平放置（
使用“舟”形坩埚）。
凝固过程可通过移动固一液界面来完成，移动界面的方式是移动坩埚或移动加热炉或降温均可。
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